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บทคัดยอ 
 ในวิทยานพินธ จะกลาวถึงการปรับปรุงการลดคาความตานทานของเปยโซรีซิฟทีปรีซีสเตอร 
หรือ โพลีรีซีสเตอรที่อยูภายในอุปกรณตรวจจับความดนัที่มีขนาดระดับไมโครเมตร โดยทําการศึกษา
ความแตกตางกันของคาความตานทานเชิงแผนของโพลีรีซีสเตอรที่สรางมาจากฟลมบางที่ตางกัน 2 
ชนิด คือโพลีซิลิคอน และ อมอรฟสซิลิคอน ที่ทําการสรางดวยวิธี LPCVD  การปรับคาปริมาณสารเจือ
ในการยิงฝงประจุที่ปริมาณสารเจือดังนี้คอื 1x1016, 1.3x1016, 1.6x1016  และ 2.0x1016 ไอออนตอตาราง
เซนติเมตร  และการปรับวิธีการแอนนีล ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เวลา 15 ช่ัวโมง เปนแบบมกีาร
จายกาซออกซเิจน กับไนโตรเจน และจายกาซไนโตรเจนอยางเดียว แลวนําไปทําการวัดคาความ
ตานทานเชิงแผนดวยเทคนิคโฟรพอยทโพรบ พบวาคาเฉลี่ยความตานทานเชิงแผนทีไ่ดจากฟลม อมอร
ฟสซิลิคอน มีคานอยกวาโพลีซิลิคอนเทากับ 34.38 เปอรเซ็นต ซ่ึงสาเหตุมาจากหลังการแอนนีล ขนาด  
ของเกรน ของ อมอรฟสซิลิคอน มีขนาดใหญกวาของโพลีซิลิคอน นอกจากนีพ้บวาเมื่อทําการ เพิ่มกาซ
ออกซิเจนในการแอนนีลทําให คาความตานทานเชิงแผนเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นไดนําไปประยุกตใชและ
สรางอุปกรณตรวจจับความดัน พบวาไดคาความไวในการตอบสนองความดัน เทากับ 1.2 µV/V/kPa  
งานวิจยันีจ้ะเปนประโยชนในการเลือกฟลมและเทคนิคการแอนนีลสําหรับการสรางโพลีรีซีสเตอร ใน
การนําไปสรางเปนอุปกรณตรวจจับความดันที่มีขนาดระดับไมโครเมตร ซ่ึงตองการความตานทานเปย
โซรีซีฟทีปที่มีคาต่ํา เพราะทําใหไดความตานทานรอยสัมผัสระหวางโลหะกับโพลีซิลิคอนมีคาลดลง 
และไดคา สัมประสิทธความตานทานของอุณหภูม ิ (TCR) อยูในชวงบวก ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธ
ระหวางคาความตานทานกบัอุณหภูมิเปนเชิงเสน นอกจากนี้วิธีการนี้ยังไดชวยลดปริมาณและเวลาใน
การเจือสารในการยิงฝงประจุอีกดวย 
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     ABSTRACT 
 This thesis presents methods to adjust sheet resistance (Rsh) of piezoresistor or polyresistor 
embedded in microscale pressure sensor. The research focused on  the differences of sheet resistance  
between 2 types of thin film; namely polycrystalline silicon (polysilicon)  and amorphous silicon (a-
Si). The films were deposited by Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD ) technique. 
These films were implanted with dose of 1 x 1016, 1.3 x 1016, 1.6 x 1016and 2.0 x1016 ion/cm2 and then  
annealed in nitrogen atmosphere with or without oxygen at 800 °C for 15 hours. Rsh is then 
measured with 4–point probe. The Rsh of polysilicon film is 34.48% higher than a-Si film, because, 
at the same temperature, annealing of a-Si film would produce larger grain size than polysilicon film. 
Furthermore, adding oxygen during annealing and including screen oxide technique will increase Rsh.  
The pressure sensor that used this condition of low Rsh of piezoresistor can achieve sensitivity of 1.2 
µV/V/kPa . This work will be useful for choosing film type and annealing technique for micro 
pressure sensors which need low Rsh. In addition, it can reduce contact resistance between metal and 
the polyresistor. The resulting temperature coefficient of resistance (TCR) is positive and will 
produce a linear relationship between resistance and temperature. Furthermore the dose and, hence, 
time for implantation can be reduced significantly. 
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